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１．概要（Summary） 

窒化物半導体は種々の光電子デバイス材料として注目

されているが，基板作製技術が未熟であるため，薄膜作

製においては異種基板上へのヘテロエピタキシャル成長

が主流である．従来はサファイア基板上が用いられてきた

が，大面積で低価格かつ導電性制御可能な Si 基板の利

用が期待されている．しかし，もっとも技術開発の進んで

いる GaN においても，格子定数や熱膨張係数の差から

高品質結晶成長が本質的に困難である．特に GaN の場

合は SiとGaの反応によるメルトバックエッチングが生じる．

したがって，Si と GaNの間にバッファ層が不可欠であり，

その材料として一般的に AlN が用いられている．さらに

AlNバッファ層の高品質化においては，Al原料先行供給

が有効であることが知られている．本研究では，Si 基板上

へのAlNバッファ層成長の初期過程に着目し，Al原料先

行供給後の表面状態と AlN 層成長終了後の表面状態を

比較した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子顕微鏡 

【実験方法】 

Si(111)基板上に有機金属気相成長（MOVPE）により

AlN 層を成長した．Al 原料先行供給のみで終了した試

料と AlN 層まで成長した試料について，それぞれの表面

状態を走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した．できる

だけ表面が明瞭に観察できるように，加速電圧を 1～5 

kV と低く抑えた． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Al 原料先行供給で終了した試料の表面には不均一な

明暗コントラストが観察された．これは表面凹凸ではなく組

成不均一に起因するものである．一方，AlN 層表面では

同様の明暗コントラストおよびピットが明瞭に観察された． 

 

 

Fig. 1  Plan-view SEM image of surface after 

preflow of Al precursor (upper) and growth of AlN 

buffer layer (lower) on Si substrate. 
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